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ご注意書き 

 

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品

のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、

当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。 
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的

財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の

特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。 
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説

明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す

る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損

害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに

より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の

目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外

の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。 
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも

のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい

ても、当社は、一切その責任を負いません。 
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確

認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当

社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図

されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、

「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または

第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ

ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。 
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット 
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当） 
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他

直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム

等 
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ

の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ

れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した

り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ

ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ

させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単

独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。 
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用

に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、

かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し

て、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお

断りいたします。 
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご

照会ください。 
 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい

ます。 



本資料の内容は，予告なく変更することがありますので，最新のものであることをご確認の上ご使用ください。  

データ・シート

デュアル Nチャネル MOSFET 

資料番号 G17881JJ2V0DS00（第 2版） 
発行年月 October 2006 NS  CP(K) 

 2006

MOS形電界効果トランジスタ
MOS Field Effect Transistor

μ PA2352

本文欄外の★印は，本版で改訂された主な箇所を示しています。 
この"★"を PDF上でコピーして「検索する文字列」に指定することによって，改版箇所を容易に検索できます。 

外形図（単位：mm） 
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 μ PA2352 は，2 素子内蔵の N チャネル MOSFET です。
リチウムイオン電池の保護回路に適しています。 
 
特  徴 
○モノリシック・デュアルMOSFET 

2素子のドレインが内部で接続されているため， 
基板でのドレイン配線が不要です。 

○2.5 V駆動で低オン抵抗です。 
RSS(on)1 = 43.0 mΩ MAX.（VGS = 4.5 V, IS = 2.0 A） 
RSS(on)2 = 45.0 mΩ MAX.（VGS = 4.0 V, IS = 2.0 A） 
RSS(on)3 = 55.0 mΩ MAX.（VGS = 3.1 V, IS = 2.0 A） 
RSS(on)4 = 67.0 mΩ MAX.（VGS = 2.5 V, IS = 2.0 A） 

○ゲート保護ダイオードを内蔵 
○鉛フリーバンプ 
 
オーダ情報 

オーダ名称 パッケージ 

μ PA2352T1G-E4-A 注 4ピン EFLIP 

注 "-A"は鉛フリー製品（外部電極および他に鉛を含まな 
い製品），"-E4"はテーピング方向を示す記号です 
（本製品のテーピング方向は”-E4”のみです)。 

備考 Ecologically Flip chip MOSFET for Lithium-Ion battery 
Protection（EFLIP） 

 
絶対最大定格（TA = 25°C） 

項 目 略号 条 件 定格 単位 

ソース - ソース間電圧 VSSS VGS = 0 V 24 V 
ゲート - ソース間電圧 VGSS VSS = 0 V ±12 V 

ソース電流（直流）
注 IS(DC)  ±4.0 A 

ソース電流（パルス） 
IS(pulse) 

PW ≦100 μs, 
Duty Cycle≦1% 

±40 A 

全損失 注 PT 2素子通電時 0.75 W 
チャネル温度 Tch  150 °C 
保存温度 Tstg  –55～+150 °C 

注  BTレジン基板サイズ  40.5 mm x 25 mm x 1.5 mm 
 
備考 本製品のゲート - ソース間に内蔵されている保護ダイオードは，取り扱い時における静電気保護用です。実使 

用回路において，ゲート - ソース間に過大な電圧が印加される恐れがある場合には，保護回路をつけてご使用 
ください。 

内部等価回路 

 
FET1

Gate1

FET2

Gate2

Body Diode

Protection
Diode

Source2Source1

Gate
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電気的特性（TA = 25°C） 
項 目 略号 条 件 MIN. TYP. MAX. 単位

ソースしゃ断電流 ISSS VSS = 24.0 V, VGS = 0 V, TEST CIRCUIT 1   10 μA 

ゲート漏れ電流 IGSS VGS = ±12.0 V, VSS = 0 V, TEST CIRCUIT 2   ±10 μA 

ゲート・カットオフ電圧 VGS(off) VSS = 10.0 V, IS = 1.0 mA, TEST CIRCUIT 3 0.5 1.0 1.5 V 
順伝達アドミタンス

 注 | yfs | VSS = 10.0 V, IS = 2.0 A, TEST CIRCUIT 4 2.5   S 

RSS(on)1 VGS = 4.5 V, IS = 2.0 A, TEST CIRCUIT 5 24.0 35.0 43.0 mΩ 

RSS(on)2 VGS = 4.0 V, IS = 2.0 A, TEST CIRCUIT 5 25.0 37.0 45.0 mΩ 

RSS(on)3 VGS = 3.1 V, IS = 2.0 A, TEST CIRCUIT 5 31.5 42.0 55.0 mΩ 

ソース - ソース間オン抵抗 注 

RSS(on)4 VGS = 2.5 V, IS = 2.0 A, TEST CIRCUIT 5 33.5 50.0 67.0 mΩ 

入力容量 Ciss  330  pF 

出力容量 Coss  80  pF 

帰還容量 Crss 

VSS = 10.0 V, VGS = 0 V, f = 1.0 MHz,  

TEST CIRCUIT 7 

  55  pF 

オン時遅延時間 td(on)  22  ns 

立ち上がり時間 tr  132  ns 

オフ時遅延時間 td(off)  183  ns 

立ち下がり時間 tf 

IS = 4.0 A, VGS = 4.0 V, VDD = 20.0 V 

RG = 6.0 Ω, TEST CIRCUIT 8 

 

  216  ns 

ゲート全電荷量 QG VG1S1 = 4.0 V, IS = 4.0 A, VDD = 20.0 V, 

TEST CIRCUIT 9 

 5.7  nC 

内部ダイオード順電圧 注 VF(S-S) IF = 4.0 A, VGS = 0 V, TEST CIRCUIT 6  1.0  V 

注 これらの項目はパルス測定 

 

FET1, FET2側共に測定する。図は FET1側の測定例。 

TEST CIRCUIT 1 ISSS TEST CIRCUIT 2 IGSS 

 G2
S2

S1

VSS

G1

A

 

FET1測定時は，FET2

のゲート - ソース間

をショートする。 

G1

S1

VGS

A

G2

G1

S2

S1

A

G2

 

    

TEST CIRCUIT 3 VGS(off) TEST CIRCUIT 4 | yfs | 
FET1測定時は，FET2

のゲート - ソース間

をショートする。 

G1

S2

S1

VGS

G2

VSS

A

G1

S2

S1

G2

A

 

ΔIS/ΔVGS 

G1

S2

S1

VGS

G2

VSS

A

G1

S2

S1

G2

A
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TEST CIRCUIT 5 RSS(on) TEST CIRCUIT 6 VF(S-S) 

VSS/IS 

G1

S2

S1

VGS

G2

V

IS

G1

S2

S1

G2

V

VSS

 
FET1測定時は FET2の
ゲート - ソース間に 4.5 
Vを印加する。 

G1

S1

VGS

= 0 V

G2

V

IF4.5 V

G1

S1

S2

G2

V

VSS

    

TEST CIRCUIT 7   

 
Ciss Coss Crss

G1

S2
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G2 VSS

Capacitance
Bridge
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Capacitance
Bridge
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S2

S1

G2
VSS

Capacitance
Bridge

G1

S2

S1

G2Capacitance
Bridge G1

S2
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VSS
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Bridge

G1

S2
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Capacitance
Bridge

 

    

TEST CIRCUIT 8 td(on), tr, td(off), tf   

G1

S2

S1

RG

G2
V RL

VDD

PG.

V

0
VGS

τ = 1   sμ
Duty Cycle ≤ 1%

VGS
Wave Form

VSS
Wave Form

VGS

10%
90%VGS

10%0

VSS

90%90%

td(on) tr td(off) t f

10%

τ

VSS

0

ton toff

 

    

TEST CIRCUIT 9 QG    

G1

S2

S1

IG = 2 mA

G2 A

RL

VDD

PG.

50 Ω

A

PG.
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特性曲線（TA = 25°C） 

 
 DERATING FACTOR OF FORWARD BIAS  

SAFE OPERATING AREA 
  TOTAL POWER DISSIPATION vs. 

AMBIENT TEMPERATURE 
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TRANSIENT THERMAL RESISTANCE vs. PULSE WIDTH 
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  SOURCE CURRENT vs.  

 SOURCE TO SOURCE VOLTAGE 
  FORWARD TRANSFER CHARACTERISTICS 
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  GATE CUT-OFF VOLTAGE vs. 
 CHANNEL TEMPERATURE 

   FORWARD TRANSFER ADMITTANCE vs. 
 SOURCE CURRENT 
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 SOURCE TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.
SOURCE CURRENT 

  SOURCE TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs. 
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 SOURCE TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs. 

CHANNEL TEMPERATURE 
  CAPACITANCE vs. SOURCE TO SOURCE 

VOLTAGE 
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 SWITCHING CHARACTERISTICS   DYNAMIC INPUT CHARACTERISTICS 
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<デバイスを安全にご使用いただくための注意事項> 

 

 デバイスをご使用いただく上で，お客様の危害や損害を未然に防ぐため，下記の内容をご理解の上，ご使用いただ

きますようお願いいたします。 

 推奨条件を越えて使用されますと，デバイスの故障，特性劣化を生じる恐れがあります。 

 

1. 実装済基板への曲げ応力にご注意ください。本デバイスは非常に薄型であるため，歪み率 2000 με以下と

なる範囲でのご使用を推奨します。これを越えて変形が加わった場合，デバイスの特性を損ない，故障にい

たる可能性があります。 

 

2. ハンドリングの際，デバイスに損傷を与えないよう留意ください。金属製ピンセットの使用は，キズを与

える可能性があります。また、先端が清浄なノズルでの実装を推奨します。 

 

3. デバイスを基板に実装する場合，弊社推奨リフロ条件内で行ってください。推奨条件を越えて実装されま

すと，デバイスの特性を損ない，故障にいたる可能性があります。 

 

4. デバイス単体，もしくは実装後の基板を洗浄する場合，弊社推奨の洗浄条件内で行ってください。条件を

越えて洗浄されますと，デバイスの特性を損ない，故障にいたる可能性があります。 

 

5. 超音波の使用にご注意ください。デバイスが共振子に触れないようにしてください。直接触れますと，デ

バイスの特性を損ない，故障にいたる可能性があります。 

 
6. 実装後にコーティングを行う場合は，弊社にご相談ください。コーティング材としましては，半導体グレー

ドのエポキシ樹脂を推奨します。 

 

7. 実装用マウントパッドの設計例として図 2をご参照ください。実際の設計に当たっては，実装密度，実装

性，寸法公差などを考慮し，最適化を図っていただきますようお願いします。 
 
8. バンプ端子の反対面は内部電極です。他部品の端子との接触や電極の取り出しは行わないでください。 
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図 1. 赤外線リフロ方式の半田付け推奨条件 
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図 2. 実装用マウントパッド設計例 
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図 3. テーピング方向 
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　本資料に記載されている内容は2006年10月現在のもので，今後，予告なく変更することがあります。量
産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。

　文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は，本資料の誤りに関し，一切
その責を負いません。

　当社は，本資料に記載された当社製品の使用に関連し発生した第三者の特許権，著作権その他の知的財
産権の侵害等に関し，一切その責を負いません。当社は，本資料に基づき当社または第三者の特許権，
著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。

　本資料に記載された回路，ソフトウエアおよびこれらに関する情報は，半導体製品の動作例，応用例を
説明するものです。お客様の機器の設計において，回路，ソフトウエアおよびこれらに関する情報を使
用する場合には，お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に
生じた損害に関し，当社は，一切その責を負いません。

　当社は，当社製品の品質，信頼性の向上に努めておりますが，当社製品の不具合が完全に発生しないこ
とを保証するものではありません。当社製品の不具合により生じた生命，身体および財産に対する損害
の危険を最小限度にするために，冗長設計，延焼対策設計，誤動作防止設計等安全設計を行ってください。

　当社は，当社製品の品質水準を「標準水準」，「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定
していただく「特定水準」に分類しております。また，各品質水準は，以下に示す用途に製品が使われ
ることを意図しておりますので，当社製品の品質水準をご確認ください。

　　標準水準：コンピュータ，OA機器，通信機器，計測機器，AV機器，家電，工作機械，パーソナル機
器，産業用ロボット

　　特別水準：輸送機器（自動車，電車，船舶等），交通用信号機器，防災・防犯装置，各種安全装置，
生命維持を目的として設計されていない医療機器

　　特定水準：航空機器，航空宇宙機器，海底中継機器，原子力制御システム，生命維持のための医療機
器，生命維持のための装置またはシステム等

　当社製品のデータ・シート，データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は，標準水準製
品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には，事前
に当社販売窓口までお問い合わせください。

（注）
（１）本事項において使用されている「当社」とは，NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。
（２）本事項において使用されている「当社製品」とは，（１）において定義された当社の開発，製造

製品をいう。
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